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セミコンジャパン2007

半導体製造装置・材料に関する世界最大の国

際展示会「第31回セミコンジャパン2007」が、

2007年12月5日（水）～7日（金）幕張メッセで

開催されました。来場者総数約11万人、出展

社数1500社、4600小間と史上最高規模とな

り、前工程から後工程までの半導体製造工程

における歩留まり向上や微細化に変わる高密

度化の最先端技術だけではなく、「MEMS」

「ナノテクノロジー」「製造エンジニアリング」

「有機半導体」「ベンチャー」等に絞り込んだ

イノベーションホールが特設されていまし

た。

弊社は『JEOL'S EB Failure Analysis Can

Help You！』をコンセプト・キャッチフレー

ズとして、実機展示7機種、ポスター26件を

出展いたしました。新製品としては、複合ビ

ーム加工観察装置JIB-4500、断面試料作製装

置CPマークⅡ、電子ビーム描画装置JBX-

3050MV／JBX-5500FS、RoHS分析用蛍光X

線分析装置JSX-3100RⅡのソリューションを

発表し、多くのお客様に注目をいただき、お

問い合わせを受けました。JEOLブースにご

来場いただいたお客様に心より御礼申し上げ

ます。

また出展社セミナーとして「新しい故障解析

技術の展開：ナノレベルの解析を可能にする

新しい故障解析アプリケーションのご紹介」

と題した発表を2日間実施しました。半導体

デバイスが到達したナノレベルの微細化が要

求しているナノプロービング、試料作製技術、

SPM技術を中心に紹介を行いました。2日と

もほぼ会場は満員の状態で、新しい電気的、

物理的な故障解析技術について情報発信の場

をご提供できたと思います。

次回のセミコンジャパン2008は2008年12月

3日（水）～5日（金）に幕張メッセで開催され

ることが決まっています。弊社も広く半導体

分野をターゲットとした半導体製造装置、半

導体不良解析装置の技術紹介ができるよう

に、今から準備をスタートしていきます。
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JEOL DATUM INFORMATIONJEOL DATUM INFORMATION

セミナ－開催のご案内

①MSセミナー「第10回 実践マススペクトロメトリー」
とき　　2008年1月24日（木）～25日（金）2日間

両日共　10:00～16:30（受付 9:30～）
ところ　日本化学会館　6階601号室

（JR中央線・総武線　御茶の水下車徒歩3分）
講師　　横浜市立大学　高山光男先生

②EPMA分析技術上達の近道
～試料作製から上手なEPMAの使い方～

【東京会場】
とき　　2008年2月4日（月）13:00～17:00
ところ　日本化学会館　7階ホール

（JR中央線・総武線　御茶の水下車徒歩3分）
【大阪会場】
とき　　2008年2月8日（金）13:00～17:00
ところ　大阪ガーデンパレス　カメリア
（地下鉄御堂筋線「新大阪駅」②号出口より専用シャトルバスで3分）

③第2回 千葉大学分析センター講習会
NMR基礎の基礎講座（その2）

～きっかけをつかんだあなたのステップアップに～
とき　　2008年2月22日（金）10:00～16:45
ところ　キャンパス・イノベーションセンター

（JR山手線・京浜東北線　田町駅［東口徒歩1分］）
講師　　明星大学　理工学部　　田代充先生

千葉大学分析センター　関宏子先生
日本電子データム（株） 加藤敏代

定　員　40名
参加費　49,350円（消費税込み）

定　員　35名（事前登録制）
参加費　10,000円

●お問い合わせは
日本電子データム（株）販売本部
TEL:042-526-5095 FAX:042-526-5099

ホームページ(http://www.datum.jeol.co.jp)にて、
セミナー日程を掲載いたします。

＊お申し込み受付後、参加費お振り込みのご案内・会場案内図などを送らせ
ていただきます。

＊宿泊のご案内は、ご容赦ください。

Norell社製　ハイスループット用NMR試料管

Norell社は1967年設立のNMR試料管専門メーカーです。その製品は欧米の研究者から絶大な支持を得ています！

●日本電子の装置にも完全にマッチ
●ハイスループット用では最高レベルの真円度と反り

真円度（肉厚ムラ）：0.025mm以下を保証
反り（管の曲がり）：±0.075を保証

●クリーンな製造工程により使用前の洗浄が不要
●管上端焼きなめ処理により上端が破損し難く長寿命

PART.No 

780238427 

780238419

製品名 

ST500-7 

ST500-8

外径(mm) 

4.97±0.070 

4.97±0.070

内径(mm) 

4.20±0.070 

4.20±0.070

長さ(mm) 

178 

203

製品コード 

S3010 

S3012

包装単位 

100本入 

100本入 

価格（円） 

22,000 

25,000

特別価格（円） 

15,000 
17,000

●高級ガラス製（全製品マーカーエリア付き） 

2008年3月末まで 
発売記念キャンペーン実施 

定　員　50名
参加費　10,500円（消費税込み）

DiATOME社製ダイヤモンドナイフ
特別価格キャンペーン

キャンペーン期間：
2007年12月3日(月)

～2008年2月29日(金)

ミクロトームをお使いのお客様を対象にDiATOME社

製ダイヤモンドナイフを特別価格にてご提供するキャ

ンペーンを実施中です。

DiATOME社製ダイヤ

モンドナイフはラインナ

ップが豊富で、国内外

の多くのお客様にご使

用いただいております。

DiATOME社製ダイヤモンドナイフ

全品20％OFF
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IB 三次元解析のリアルタイムモニタリング

複合ビーム加工観察装置　JIB-4500

新新製品紹介

● 表面および内部の3次元画像、分析が簡単操作で実現
● FIB加工からSEM観察、EDS、EBSD分析まで全ての機能に配慮した最適設計
● FIBでの加工状況がSEM画像でリアルタイムにモニタ装備
● LaB6高輝度電子銃による高分解能SEM観察

主な特長

● FIB 加速電圧　　　1～30kV  
像分解能　　　5nm（30kV時）
ビーム電流　　0.5pA～30nA

主な仕様

● SEM 加速電圧　　　0.3～30kV  
像分解能　　　2.5nm（30kV時）
ビーム電流　　1pA ～1μA

● Stage X：76mm、Y：76mm、
Z：5～48mm
T：－10°～90°、R：360°

銀ロウ　　　　　　　 超鋼

BEI

▲

▲

SIM

1台で表面および内部の3次元画像化や分析が簡単操作で

実現でき、FIB加工からSEM観察、EDS、EBSD分析ま

で全ての機能に配慮した最適配置設計の複合ビーム加工観

察装置です。



主な特長

走査電子顕微鏡の試料作製装置として、イオンソースを2式備えた卓上形のイオンビーム
スパッタリング装置です。
非導電性試料へ各種金属を短時間でコーティングし、試料のチャージアップを防止します。

● 高倍観察を必要とするFE-SEMに対して緻密なスパッタリングが可能です。
● 4種類のターゲットによる多層膜コーティングが可能です。
● ターボ分子ポンプを採用しているため冷却水が不要です。
● 最大32φmmの試料を装填することができ、広域コーティングが可能です。
● 試料観察窓がついているため、リアルタイムにコーティング状況が確認できます。
● 操作が簡単で、短時間で均一なコーティングが可能です。

● 表面に対して垂直な作製断面をCCDズームカメラでモニタすることにより加工時間の短縮が図れます。
● 出来栄えをモニタすることによって内部構造がリアルタイムに確認できます。
● ピエゾバルブで最適アルゴンガス流量を簡単にコントロールできます。
● 高倍率CCDカメラ（オプション）を使用すると精度2μmの位置合わせが可能です。
● 回転試料ホルダ（オプション）を使用すると表面研磨も可能です。

主な特長

主な仕様

● イオン加速電圧 2～6kV
● イオンビーム径 500μｍ（半値幅）
● ミリングスピード 200μm/2h（加速電圧：6kV、シリコン

換算、エッジ距離：100μm）
● 電源 単相AC100～120Ｖ±10％、

50/60Hz、0.5～0.6kVA

● 接地端子 Ｄ種接地（100Ω以下）
● アルゴンガス 使用圧力：0.15±0.05MPa

（1.0～2.0kg/cm2）
純度99.9999％以上
金属配管接続口：JIS B0203 RC1/8

Auのボンディング
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EO イオンビームを利用した新しい試料作製装置

SM-09020CP（CPマークⅡ）/JFC-1800

新新製品紹介

ナノファインコータ　JFC-1800

クロスセクションポリッシャ（CPマークⅡ） SM-09020CP

新型のCPマークⅡはCCDカメラモニタにて加工断面をリアルタイムに観察
できます。従来のクロスセクションポリッシャと同様、イオンダメージの少な
い広範囲での断面加工が可能です。
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合成物の確認に最適。

DARTイオン源搭載

MS

製品紹介

JMS-T100TD AccuTOF TLCは、TLC(Thin Layer Chro-

matography)で展開された試料を直接質量分析計で分析で

きる装置です。

開放系でのイオン化を可能とするDART(Direct Analysis in

Real Time)イオン源を標準搭載しているため、直接TLCプ

レートをスライドさせるだけでリアルタイムに質量分析

を行うことが可能です。

特に創薬化学、プロセス化学等の合成分野での迅速分析

に期待されています。

反応中間体、反応条件検討等、合成実験の傍らに心強

い１台です。

DARTは、試料を大気圧下、接地電位のもとで、非接触で迅速に分析可能な新しい
イオン源です。
DARTの動作原理は励起状態の原子・分子が大気ガスおよび試料と相互作用するこ
とに基づきます。
DARTに導入されたHeガスはニードル電極の放電によりプラズマを発生します。
プラズマにはイオン、電子、励起状態（準安定）の原子および分子が含まれますが、
プラズマ中の荷電粒子の大部分はディスク電極およびグリッド電極により除去され、
励起状態の中性気体分子のみが大気ガス中へ放出されます。
この時、必要に応じてヒータによりガスを加熱することで試料の気化および物質表面
からの熱脱着を促進し、より効率的にイオン化を行うことが可能です。
なお、グリッド電極はイオン間およびイオン－電子間の再結合を防ぐと共に、イオンリ
ペラーとしても作用します。

He(23S)+H2O → H2O+・ +He(11S) + e-

H2O+・+H2O → H3O++OH
・

H3O++nH2O → [(H2O)nH]+

[(H2O)nH]++M → MH++nH2O

プロトン移動反応の推定式

1000

10000

100000
MALDI

ESI

FABFD/FI

APCI

EI or CI
DART

DARTイオン源 概略図 極性低

各イオン化法の適用範囲（概略図）

高

分
子
量

ニードル電極 

グリッド電極 

ディスク電極 

ガス導入口 

ガス放出口 インシュレータ 
キャップ 

ヒータ 

DARTの原理について
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リアルタイムだからありがたい！

TLC/MSシステム　JMS-T100TD

展開されたTLCプレートを準備します。 ホルダにセットします。

あとはイオン源に置くだけです。

ホルダをスライドさせれ
ば、リアルタイムにマス
スペクトルがモニタでき
ます。

適用可能な
TLCプレートサイズ
幅　：10mm以内
長さ：100mm以内

6 0  8 0  10 0  1 2 0  14 0  16 0  18 0  2 0 0  22 0  24 0 
 質量電荷比（m/z） 

0 

200 0 

400 0 

600 0 

強度（7518）  
163 . 0 6 145 . 0 5 

177 . 0 4 

127 . 0 4 85 . 0 3 

195 . 0 5 

グルコース（-2H2O） 
グルコース（-H2O） 

L－アスコルビン酸 

L－アスコルビン酸（+H2O）

0 5 4 0 0 4 0 5 3 0 0 3 0 5 2 
0 

1 0 

x 1 0 3 

361 . 1 9 

301 . 1 7 

343 . 1 8 

331 . 1 8 

362 . 1 9 
302 . 1 8 

質量電荷比（m/z） 

強度（16647）  

プレドニゾロン（C21H28O5） 

6 0  8 0  10 0  12 0  1 4 0  16 0  18 0  2 0 0  22 0  24 0 
0 

2 0 

4 0 

x 1 0 3 

127 . 0 4 

97 . 0 3 
1 77 . 0 4 

145 . 0 5 

16 3 . 0 6 
128 . 0 4 85 . 0 3 111 . 0 5 

質量電荷比（m/z） 

強度（58102）  

グルコース（-H2O） 

L－アスコルビン酸 

TLC以外にも、ガラス棒による
液体試料導入、ピンセット等によ
る固体試料導入にも対応してお
り、幅広い直接分析が可能です。

＊TLCサンプラにガラス棒をセ
ットすることもできます。
最適な位置に液体試料をスライ
ドさせることで安定したマスス
ペクトルが得られます。

粉末をセラミック紙に包んで分析 試料：ビタミンＣ顆粒

液体をガラス棒に付けて分析　　 試料：ビタミンＣ水溶液

固体をピンセットにはさんで分析 試料：錠剤（ステロイド薬）

簡単迅速なTLC/MS測定　～セットアップは、非常に簡単です～

液体試料、固体試料、粉末試料にも対応
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MS 新商品　

トータルソリューション

新新製品紹介

オートサンプラー用の試料管に使用されているシリコンゴム

（セプタム）の代わりに、シリコンゴムを使用しない『セプタ

ムレスシール』を商品化しました。シリコンゴムに由来するバ

ックグラウンドスペクトルやフタル酸エステルが出ませんの

で安心して使用できる製品です。

従来、オートサンプラーを用いて測定を行う場合、試料はオ

ートサンプラー用のバイアル瓶（シリコンゴムのセプタムで閉

じられている）に入れセットします。試料採取の際にはシリン

ジの針はセプタムを通して試料を吸引します。１回のみの注

入であれば、特に問題ありませんが、２回３回と同じバイア

ル瓶を使用して測定すると、針を刺したセプタムから屑（破

片、カス）が落ち、そこからシリコン成分が溶出しバックグラ

ウンドとして出てきます。クロマトピークの再現性を取るた

めに、何度も同じサンプルを測定するとなると、バックグラ

ウンドが妨害ピークとなり分析結果に影響を与えます。

実際に、同じバイアル瓶を使用し、試料を20回注入しトータ

ルイオンクロマトグラム（TIC）とマススペクトルを比較して

みました。セプタムは、比較的バックグラウンドの少ないと

思われるPTFE/シリコン/PTFEのタイプを使用しました。

試料として、ヘキサクロロベンゼン、パルミチン酸メチルエ

ステル、ステアリン酸メチルエステルの10ppmヘキサン溶液

を用いました。図-1にインジェクション１回目で測定したト

ータルイオンクロマトグラムを示します。保持時間8.33、

10.78、12.68分に出現しているのはそれぞれヘキサクロロベン

ゼン、パルミチン酸とステアリン酸のメチルエステルです。

きれいなクロマトグラムで、バックグラウンドピークは観測

されていません。

次にインジェクション２回目のTICです（図-2）。試料ピーク

以外に、矢印で示しますようにわずかながら定期的にピーク

が出現し始めています。

次に、インジェクション20回目のトータルイオンクロマトグ

ラムを図-３に示します。

測定ごとにバックグラウンド成分はかなりの強度で高温度に

わたって出現しています。それらのスペクトルを評価すると

シリコン由来の成分です。代表的なスペクトルを図-４に示し

ます。それぞれのクロマトグラムのスペクトルを解析すると

測定条件

●装　　　　　置：日本電子製JMS-700（MStation）
●イ　オ　ン　化：EI（＋）
●加　速　電　圧：8.0kV
●イオン化電流：100μA
●イオン化電圧：70eV

●イオン化室温度：250℃
●カ ラ ム：HP-1MS 30m、0.32mmφ、0.25μm

●スプリットレス注入法
●G C 昇 温：100℃（1min）－10℃/min－280℃（1min）

図-1．インジェクション1回目のトータルイオンクロマトグラム

図-2．インジェクション2回目のトータルイオンクロマトグラム

図-3．インジェクション20回目のトータルイオンクロマトグラム

図-4．シリコン由来のバックグラウンドスペクトル（EIスペクトル）
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セプタムレスシールの紹介

：お困りの分析があれば解決いたします

73、147、207、281、355、429、503などのフラグメントイオ

ンが74u［O-Si（CH3）2］ごとに出現しています。それらの同位

体強度はシリコンの存在を示しています。

インジェクション回数が増える毎にクロマトピーク強度は大

きくなってきますので、これらの成分はバイアル瓶のキャッ

プ（セプタム）から起因していると判断しました。シリンジ針

が刺さるときにセプタムくずがバイアル瓶の中に落ち溶媒に

溶出し、それが試料と共に出現します。

濃度が高い試料に関してはバックグラウンドの影響は少ない

と思われますが、濃度の低い試料や、未知の試料の場合大き

な影響が出てしまいます。また、可塑剤由来のピークも出現

しており、可塑剤の分析やシリコン系の分析をする際には大

きな妨害となります。

このようなバックグラウンドの弊害を避けることができるの

が『セプタムレスシール』です。

セプタムレスシールの構造を以下に示します。バイアル瓶に

取り付け、穴あきキャップで固定します。シリンジが刺さる

部分は磁石になっています。これに金属製ボールをくっつけ

て、マイクロシリンジの針先で刺したり、離したりすること

により開閉しています。

前述の条件でセプタムレスシールを取り付けたバイアル瓶を

用いて、20回連続測定を行いました。図-5にインジェクショ

ン１回目、図-6にインジェクション20回目のTICスペクトル

を示します。

どの測定データも再現性の良い試料ピークのみが観測され、

バックグラウンドピーク成分は検出されませんでした。

この結果から、従来使用してきたオートサンプラーのバイア

ル瓶のセプタムキャップからシリコンのバックグラウンド成

分が溶出していることが裏付けられました。このようにセプ

タムレスシールを使用するとシリコンのバックグラウンドの

影響がありません。安心して分析を行うことができます。

【弊社取扱い品】

※セプタムレスシール［10個入］……Parts No.780364431

図-5．セプタムレスシール使用時のインジェクション1回目の

トータルイオンクロマトグラム

図-6．セプタムレスシール使用時のインジェクション20回目の

トータルイオンクロマトグラム

インジェクション前 インジェクション20回

20回のイン

ジェクション

後には、セプ

タムに大きい

穴が開いてい

ます。

シリンジの針が刺さると、
金属ボールが横にズレて開
き、試料を吸引できます。
針が抜けると金属ボールが
元に戻り密閉されます。

表 裏

シリンジの針

バイアルにセット

磁石

金属製ボール

金属製ボールを
セット
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EPMA 

その1──　

NMRXM

技術情報

EPMAやSEM-EDSでは、一般に試料が絶縁物である場合、帯電

を防止するために試料表面にコーティング（C蒸着やAu、Ptコー

ティング等）を施すのが一般的である。しかし、コーティングを

行なうと図1に示すように、電子線のエネルギーがコーティング
膜で減速され（実質的な加速電圧の低下）、また発生したX線は

コーティング膜によって吸収されるため、X線強度が減少してし

まう。したがって、元素の濃度を定量的に取り扱う場合（定量分

析、カラーマップ分析や線分析のデータの定量化など）、注意を

しなければならない。

表1は磁鉄鉱（Fe3O4）の定量分析結果である。定性分析より、Fe、
O以外の元素は検出されなかったので、測定元素はFe、Oとし、

Fe2O3を標準試料に使用した。

表1 磁鉄鉱の定量分析結果（Auコーティング15nm）

定量結果（加速電圧 15kV、照射電流 40nA、ビーム径 10μm）

質量濃度の合計が72.16％と100％より大幅に少なく、特にOは

理論値の半分以下となっている。

原子濃度から求めたO/Feの原子比も、理論値とはかけ離れた結

果となっている。

この結果は、標準試料のFe 2O 3ではカーボン（以下Cとする）を

15nm程蒸着してあるにも関わらず、分析試料に導電性をとるた

めに金（以下Auとする）を15nm程コーティングしたのが原因で

ある。

図2、図3は、それぞれC、Auのコーティング膜厚に対するB、
O、Si、Fe のKα線のX線強度の低下率を実測したものである

（なおSEMによく使用されるPtコーティングのX線強度減衰に

ついては理論式よりAuと同程度と推察される）。15kVの同じ膜

厚のCとAuを比較すると、Auの方がX線強度が大きく減衰し、

また、どちらのコーティング膜に対しても、軟X線であるO-Kαの

方が、Fe-Kαに比べて大きく減衰することが分かる。

 If　　　　　　 8.3×105ρz　　　　　μ 
─＝100×　1－─────　exp　－─ρz cosecθ 
 I0　　　　　  　 E20－E

2
C　　　　　　ρ  

（　　　　　　　） （　　　　　　　） 
電子線の減衰項 X線の吸収項 

X線強度の低下（％） 

：コーティングしない場合 
　　　　　　のX線強度 
：コーティングした場合 
　　　　　　のX線強度 
：加速電圧（kV） 
：励起電圧（kV） 
：コーティング膜の密度 
　　　　　　　（g/cm3） 
：膜厚（cm） 

：取出角度 

：質量吸収係数（cm2/g） 

If 
 
I0 
 
E0 
EC 
ρ 
 
μ 
θ 
μ 
─ ρ 

  

コーティング 
コーティング膜による 
　　電子線のエネルギー減衰（実効の加速電圧が低下）／X線の吸収 

　　　　　　　　　　　　　⇒X線強度の低下 

O 

Fe 

Total

12.90 

59.26 

72.16

測定値 
27.64 

72.36 

100.00

理論値 
43.18 

56.82 

100.00

測定値 
57.14 

42.86 

100.00

理論値 

mass% atomic%

O/Fe＝～0.760（理論値 ～1.333） 

図2 C（カーボン）コーティングによるＸ線強度の低下 図3 Au（金）コーティングによるＸ線強度の低下

膜厚によるX線強度の減衰（C蒸着） 膜厚によるX線強度の減衰（Auコーティング）

図1 コーティングによるＸ線強度低下と低下率の理論式
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A 分析の留意点

試料のコーティング

したがって、表1の結果で質量濃度の合計が100％を大きく下回
り、またOの質量濃度が理論値にくらべて特に低めとなってい

るのも当然である。

このような背景から、EPMAでは（特に定量分析では）C蒸着が

好まれることが多いわけだが、図2、3からも分かるように、特
に軽元素の定量分析の場合、標準試料と分析試料とでコーティ

ング物質が同じでも、その膜厚が大きく異なると、それだけ定

量誤差も大きくなることが予測される。

表2 磁鉄鉱の定量分析結果（Cコーティング）

定量結果（加速電圧 15kV、照射電流 40nA、ビーム径 10μm）

表2（a）は、分析試料に標準試料と同様、15nm程度のC蒸着を行
なって、同条件にて再度測定を行なった結果である。また、分析

試料に40nm程度と多めにC蒸着した結果も表2（b）に示す。（共
に蒸着膜を一度バフ研磨で取り除いてから再度蒸着している）

表2（b）を見ると、Auコーティングした結果より大幅に改善は
されているものの、質量濃度とその合計、O/Feの原子比につい

ては精度が低い。一方、標準試料と同じ膜厚をC蒸着した表2（a）
は、理想的な結果が得られている。

C蒸着において実際に膜厚コントロールするには様々な方法があ

るが、一般的には図4に示すように、試料と一緒に白色のタイル
を置き、タイルの黒化度（色）からおよその膜厚をモニタしなが

らC蒸着を行なう方法がとられる。

なお、どうしてもAuやPtをコーティングしたい場合は（例 Cを

定量する場合、C蒸着では帯電が収まらない、電子線でC蒸着膜

が剥がれてしまう等）、標準試料と分析試料のAuコーティング

の膜厚を同じに、また帯電しない程度に薄めにコーティングす

る必要がある。

表3は、標準試料と分析試料の蒸着膜をバフ研磨で取り除いた後、
同時にAuを10nm程コーティングし、定量分析した結果である。

表2（a）のC蒸着時と同様、良好な結果が得られていることが分
かる。

表3 磁鉄鉱の定量分析結果
（Auコーティング10nm：標準試料との同時コーティング）

定量結果（加速電圧 15kV、照射電流 40nA、ビーム径 10μm）

このように、EPMAやSEM-EDS では、一般に試料が絶縁物で

ある場合、帯電を防止するために試料表面にコーティング（C蒸

着やAuコーティング等）を施すことになるが、上記のように、

標準試料と分析試料でコーティング物質が違ったり、その厚み

が大きく異なると、誤差を生むことになるので注意しなければ

ならない。

通常の定量分析は、Cを10～20nm程蒸着すればよい。軽元素の

厳密な定量分析や低加速電圧での分析では膜厚にも大きく影響

されるため、標準試料と同程度の膜厚のCを蒸着する必要がある。

なお、AuやPtコーティングでは、コーティングによるX線強度

の低下の影響が大きいため、同時にコーティングする等の方法

で、分析試料と標準試料の膜厚を同じに、かつ薄めの膜厚にす

れば、良い定量結果を得ることができる。

O 

Fe 

Total

27.49 

71.90 

99.39

測定値 
27.64 

72.36 

100.00

理論値 
57.17 

42.83 

100.00

測定値 
57.14 

42.86 

100.00

理論値 

mass% atomic%

O/Fe＝～1.335（理論値 ～1.333） 

O 

Fe 

Total

25.91 

71.08 

96.99

測定値 
27.64 

72.36 

100.00

理論値 
55.99 

44.01 

100.00

測定値 
57.14 

42.86 

100.00

理論値 

mass% atomic%

O/Fe＝～1.272（理論値 ～1.333） 

C蒸着　厚さ15nm（標準試料と同じ膜厚） 

C蒸着　厚さ40nm（標準試料より厚い） 

（a） 

（b） 

O 

Fe 

Total

27.47 

72.56 

100.03

測定値 
27.64 

72.36 

100.00

理論値 
56.92 

43.08 

100.00

測定値 
57.14 

42.86 

100.00

理論値 

mass% atomic%

O/Fe＝～1.321（理論値 ～1.333） 

Au蒸着　厚さ10nm 
（標準試料と分析試料同時コーティング） 

真空度、タイルの色を見ながら 
Cを蒸発させる。 

蒸着後、試料を取り出す 

カーボン蒸着膜比較セット 
（P/N780116615） 

蒸着の方法（C蒸着） 

図4 C（カーボン）コーティングの一般的な膜厚制御



装置 コース名 期間 主な内容 2月 3月　 4月 5月
基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

基
本
コ
ー
ス

Ｔ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
Ｅ
Ｍ

Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

(1)TEM共通コース 1日 TEMの基礎知識

(2)1010TEM標準コース 3日 1010の基本操作

(1)生物試料固定包埋コース 1日 生物試料の固定包埋法と実習

(2)ウルトラミクロトームコース 2日 ミクロトームの切削技法と実習

(3)IS試料作製コース 2日 ISによる各種薄膜試料作製

(4)急速凍結割断レプリカ作製コース 2日 各種試料の凍結割断レプリカ膜の作製法

(5)試料撮影写真処理コース 2日 写真撮影法と写真処理

(1)6700F FE-SEM標準コース 3日 FE-SEMの基本操作

(2)7000F TFE-SEM標準コース 3日 TFE-SEMの基本操作

(3)6000シリーズSEM標準コース 3日 6000シリーズSEM基本操作

(4)LV-SEM標準コース 1日 LV-SEM基本操作

(5)EDS分析標準コース 2日 JED-2100EDS基本操作

(6)SEM一般試料作製コース 1日 SEM一般試料作製技法と実習

(7)CP試料作製コース 2日

(1)定性分析標準コース 4日 8000シリーズEPMA基本操作

(2)定量分析標準コース 2日 8000シリーズ定量分析基本操作

(3)カラーマップ標準コース 2日 8000シリーズ広域マップ基本操作

(4)EPMA試料作製コース 2日 EPMA試料作製技法と実習

4 4

5～7 5～7 9～11 14～16

20 12 16 21

21～22 13～14 17～18 22～23

6～8 2～4

5～7 14～16

12～14 12～14 8～10 21～23

15 11

21～22 18～19 17～18 29～30

19～20 25～26
15～16

27～28

21～22 27～28 29～30

19～22 25～28 15～18 20～23

25～26 21～22 26～27

27～28 23～24 28～29

基
本
コ
ー
ス

＊全く新しい断面試料作製法で従来までのFIB法、機械研磨法よりも精度の高い断面が簡単に得られます。

・定期講習にない機種におきましては、出張講習を行ないます。
・上記コース以外にも特別コースを設定することは可能です。

INFORMATION
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ご意見・ご質問・お問合わせ
日本電子（株）営業統括本部 営業企画室
e-mail: sales@jeol.co.jp   FAX. 042-528-3385

電子光学機器・計測検査機器・分析機器講習会のお問い合わせは

日本電子データム（株）講習受付　荻野まで

TEL 042－544－8565  FAX 042－544－8461

http://www.jeol.co.jp

http://www.datum.jeol.co.jp

講習会のお申し込みは日本電子データム（株）
ホームページにての受付をご利用下さい。

ホームページ　http://www.datum.jeol.co.jp

●「NMRビギナーズコース」は、FT-NMR装置の共通コースです。
装置の操作講習は行いません。

●NMR応用コースは、ECA/ECX/ECSシリーズ対象です。ALシリーズの基本コースと応用については別
途お問い合わせください。

装置 コース名 期間 主な内容 2月 3月　 4月 5月

ESR

基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

Ｎ
Ｍ
Ｒ

Ｍ
Ｓ

(1)NMRビギナーズコース 2日 NMR装置の基礎知識の整理

(2)ECA/ECX/ECSシリーズ 3日 1D/2Dの1H、13Cの基本操作

(3)差NOE & NOESY 1日 NOE測定知識の整理と確認

(4)緩和時間測定 1日 緩和時間測定と注意点

(5)多核NMR 2日 測定とデータのまとめ

(6)固体NMR 2日 固体NMR測定基本操作

(7)DOSY 1日 DOSY測定と注意点

(1)MStation基礎コース 3日 MSの基礎解説と低分解能測定

(2) 2日 LC/MSの基礎解説と基本操作

(3)T100GC基本コース 2日 T100GCの基礎解説と基本操作

(4) 2日 MSの基礎解説と定性・定量測定

(5)MStation定量コース 2日 MSの基礎的なSIM測定

(6)T100GC-FDコース 1日 T100GC-FDの基礎解説と基本操作

(7)精密質量測定 1日 EI/FABの精密質量測定

(8) 1日 化学イオン化法および直接導入による測定

(9) 2日 P&T法によるVOC分析

(10) 2日 H.S.法によるVOC分析

JES-FAシリーズ 2日 基本操作と応用測定

RoHS分析コース 1日 RoHS分析とスペクトル解析

28～29

13～15 5～7 16～18 14～16

24～25

13～14

30

13～15 14～16

6～7 22～23

12～13 23～24

7～8 13～14 16～17 22～23

24～25

14 25

30

18

8 18蛍光X線

Q1000GC(K9) 
基本コース

T100/LPシリーズ
基本コース

Q1000GC 
CI/DIコース
Q1000GC 
水分析（P&T）
Q1000GC
水分析（H.S.）

内　　容：RoHS関連物質の分析講習会です。RoHS測定とそれに
必要な最低限の一般分析知識について解説いたします。使
用する装置はJSX-3200EVです。

日　　程：2月8日、4月18日
受 講 料：30,000円（税別）
対象機種：JSX-3000/JSX-3202EV、

JSX-3100R/JSX-3400R

蛍光エックス線分析の定期講習開催のお知らせ

内　容：MStation基礎講習に参加してみませんか。質量分析法の概
要の理解と、JSM-700（MStation）の基本操作を修得する
ことを目的とします。

日　程：2月13～15日、5月14～16日
受講料：90,000円（税別）

ダイオキシン分析のお客様へ

CPによる断面試料作製

技法と実習

日本電子は高い技術で品質と環境に取組んでいます。 

ISO 9001 認証取得 
ISO 14001  認証取得 

このパンフレットは、古紙100％再生紙（白色度70％）を使用しています。 このパンフレットは、大豆油インキを使用しています。

＊


